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LED strukturak

s A LED-et altalaban valamilyen alp-
kristalyra novesztik: Al,O,, SIC, GaAs stb.

m A feny kicsatolasa erdekeben kulonbozo
felepitesek
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LED-ek meghibasodasanak okai

m A kristalystruktura hibai, ezek
mozgasa

m Az arambevezetes tulterhelese
= Kulso kontaktus
= Aram eloszlas a rétegben

m Fenypor oregedes

m [okozas
= kulsO behatasok: nedvesség stb.
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Kristalyhibak, diszlokacio
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Diszlokaciok

m A novesztéeskor a
racsallando

’ kulonbségbdl sok

diszlokacio keletkezik

m A reteg novekedeése
adott novesztesi
technika esetén
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Diszlokaciok szamanak
csokkentése, AIN kozbenso

(1) AIN butfer layer

(5) Lateral growth Trapezoid crystal
--l.T-|~,.".-o_'lo-|:9'4'l‘ \-)\!. = A'N "
LR VI 1AL RN R |
- a-M:,O3

(2) Nucleation of GaN
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Diszlokaciok szamanak

csokkentése, SIN maszk

GaN seed

\ . f ?n mask

a) overgrowth

c) lateral growth d) coalescence



p-n atmenet

m A felvezeto osszetetele (GaN alapu es
GaAlP alapu

m Adalékolas

m [Obbszoros, hetero, atmenetek, ,quantum
forras”
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A feny kicsatolasa

insulator

p-contact  _— thin transparent
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Kontaktusok

m N-tipusu kontaktus: Ti, Al és Ti/Al
(oxidacio)
= Au vedoreteg

m P-tipusu kontaktus: bonyolult,
feltve orzott gyartasi titok
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Fénypor, tokozas

Secondary oplics

Fluorescent Cap

Bive LED-Chip

Insulation layer Ceramic substrate
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Copper substrate

Aluminium body
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m Korrozio elleni
vedelem

= Fenypor
homerseklete
m [ermikus

ellenallas
csokkentes

Tokozas
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Osszefoglalas

m Lehet kulonbozo technologiakkal azonos
kezdeti parametert diodat kesziteni.

m Egyes gyartasi megoldasok kozt ma meg
nem lehet donteni.

= Elettartam soran valo véaltozasok,
meghibasodasok tipus, sot sorozat fuggok
lehetnek.
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m KOszonjuk a szives figyelmuket!
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